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 有機薄膜トランジスタ（OTFT：Organic thin film transistor）のコンタクト電極からキャリア

が半導体層に注入され、注入されたキャリアが半導体層/絶縁層界面でチャネルを形成する過程は、

トランジスタ動作の立ち上がりを決める重要な要素であり、その詳細な時間分解解析が求められ

る。これまでこの分野では Time Resolved Electric Field Induced Second Harmonic Generation 

(TR-EFISHG)[1] など光学的測定による方法が提案され、多くのことが解明されてきた。我々は

近年、膜厚方向のキャリア注入過程も含めたダイナミクスを観測する新しい方法として、タイム

ドメインリフレクトメトリ(Time Domain Reflectometry: TDR)を提案してきた[2] 。TDRはサンプル

へ矩形波を印加し、その反射波(あるいは透過波)の波形からサンプルの瞬時的なインピーダンスを

測定する手法である。前回の応用物理学会では、ペンタセンの TFT構造において、0 Vから-5 V

へとキャリアを注入する方向の TDRにウェイトを置いた発表を行った[3]。本報告ではもう一段踏

み込んだ議論として、チャネルが形成される過程、もしくはその逆過程でのホールの拡散につい

て議論する。図 1は試料のインピーダンスの内、半導体層/ゲート絶縁層界面のキャパシタンス成

分の時間変化を抽出しプロットしたものである。キャリアが注入される方向と、キャリアがチャ

ネルから排出される方向のバイアスで、時間挙動に大きな差異がある。この差異は、界面に存在

するトラップに起因することを前回の発表で議論した。本発表では、キャリアトラップ準位への

ホールの捕獲と脱離を考

慮してチャネル方向のホ

ール拡散について議論す

る。 
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図 1．半導体層/ゲート絶縁層界面のキャパシタンス成分の時間変化。ホール

注入過程とその逆過程で時間挙動に大きな差が見られる。 
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